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номера VLAN, настройка Web-сервера, системного журнала, DHCP, SNMP; 

конфигурация CHAP; объявление списка доверенных хостов, активация 

механизма TCP WRAPPER (ограничение доступа к службам TCP) и 

ограничения доступа к Ethernet; объявление диапазона динамических портов, 

регистрация паролей и срока их действия для учетных записей, 

активизируется механизм проверки структуры паролей и ошибок при вводе, 

устанавливаются ограничения на права регистрации и ограничения FTP; 

активизируется алгоритм OpenSSL, реализующий протоколы SSL 

(версии 2 и 3) и TLS (версия 1) в форме библиотек шифрации, при этом 

стандартные команды telnet, rsh, rcp, ftp заменяются безопасными; 

активизируется безопасный обмен по протоколу HTTPS между клиентскими 

приложениями и PCX, который повышает уровень безопасности 

аутентификации и асимметричного шифрования с целью защиты 

от прослушивания данных. Для обеспечения необходимого уровня 

безопасности на сервере вызовов реализована поддержка средств 

аутентификации Radius, технология защиты портов LPS и блокировки MAC-

адресов при несанкционированном доступе, механизм защиты от лавинной 

передачи. На каждом порту поддерживается алгоритм аутентификации 802.1x. 

Такой подход обеспечивает безопасность сервера вызовов на каждом уровне и 

защиту предоставляемых им телефонных услуг в подсети IP. 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК, 
СОДЕРЖАЩИХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

С.М. САЦУК, М.М. ПИНАЕВА, А.В. КОРОТКЕВИЧ, Л.В. СОЛОГУБ 

Кристаллические включения в существенной степени влияют 

на поглощающую способность диэлектрика в различном диапазоне частот. 

В настоящее время одной из задач является получение полностью аморфного, 

с минимальной дефектностью, широкой областью однородности диэлектрика. 

В данной работе представлены результаты исследований нанотонких 

анодных оксидных пленок, содержащих РЗМ, полученных при различных 

концентрациях пирофосфорной кислоты. 

Установлено, что наименьшую дефектность поверхности при полном 

отсутствии кристаллических включений в аморфную оксидную пленку, имеют 

оксидные пленки, содержащие иттрий, полученные при концентрации кислоты 

1 масс.%. Увеличение концентрации до 2 масс.% приводит к более развитому 

рельефу поверхности оксида и появлению отдельных, мелких кристалликов. 

Оксидные пленки, содержащие европий при концентрации кислоты 1 масс.% 

содержат небольшое количество мелких, индивидуальных кристалликов 

при видимом отсутствии дефектности поверхности. С уменьшением 

концентрации до 0,5 масс.% происходит увеличение количества и размеров 

кристалликов. Оксидные пленки, содержащие гадолиний характеризуются 

относительно высокой плотностью кристаллической фазы, что особенно 

проявляется при концентрации кислоты 1 масс.%. Для концентрации кислоты 

0,25 масс.% наблюдается слияние отдельных кристалликов в один крупный 

кристаллит, что указывает на более завершенную стадию кристаллизации. 

Таким образом, проведенные исследования указывают на существенное 

влияние природы РЗМ на степень кристаллизации аморфной оксидной 
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пленки. Оптимальные концентрации пирофосфорной кислоты в электролите 

составляют 1 масс.% для европия и иттербия и 0,25 масс.% для гадолиния. 

При этом необходимо отметить, что термообработка на воздухе при температуре 

583 K в течение 3 ч оксидных пленок, сформированных в оптимальных 

вышеуказанных режимах, не приводит к увеличению числа или росту новых 

кристаллических включений. 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА АЛЮМИНИИ В ЭЛЕКТРОЛИТЕ, 

СОДЕРЖАЩЕМ КОМПЛЕКСОНАТ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

С.М. САЦУК, М.М. ПИНАЕВА 

В процессе приготовления электролита происходит химическое 

взаимодействие его компонентов. рН полученного электролита около 1,65. 

При добавлении водного раствора аммиака происходит нейтрализация 

раствора до рН=4. Устойчивость полученных комплексных анионов достаточно 

высока. Однако, согласно принципа химического равновесия происходит 

диссоциация комплексного анионами, которую можно описать частными 

уравнениями и суммарным уравнением, в правой части которого будет Ln3+. 

Известно, что в процессе формирования оксидных пленок напряженность 

электрического поля достигает в двойном электрическом слое величин 106–

107 В/см. Такое высокопотенциальное поле оказывает влияние на состояние 

всех частиц в растворе, и в соответствии с принципом Ле-Шателье смещает 

равновесие реакции вправо. Под влиянием электрического поля происходит 

адсорбция ионов на аноде, их внедрение на некоторую глубину и ускорение 

процесса распада комплексного аниона более чем 106 раз, т.к. поле нарушает 

симметрию аниона и приводит, в конечном счете, к разрыву связи РЗМ–

лиганд. Глубина внедрения комплексного аниона в оксид незначительна, 

поскольку его ионный радиус достаточно велик. Таким образом, 

в поверхностный слой анода внедрены ионы, содержащие РЗМ, которые 

вступают во взаимодействие с катионом алюминия и между собой. Все 

продукты взаимодействия являются слаборастворимыми соединениями, что 

содействует их закреплению в оксиде и внедрению катиона РЗМ в матрицу 

оксида алюминия. При воздействии электрического поля ионы РЗМ 

(внедренные на некоторую глубину в составе комплексного аниона) должны 

выталкиваться электростатически на поверхность оксида, что и 

подтверждается экспериментально при исследовании профиля распределения 

элементов анионов электролита. Как известно, структурные дефекты в твердых 

телах способны сосредотачивать определенный электрический заряд. 

Внедренные ионы РЗМ позволяют скомпенсировать его, что проявляется 

в «залечивании» дефектов. 




